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bonde Matiapakedtdnyeiten gréfen Teil der Gesamtko- Kontaki-Bump direkt abgeflhrt wird. Als weitere
sten der fertigen Halbleiterbauelemente dar. 35 Vorteile sind zu nennen: Die Selbstjustierung der
Es wurden deshalb eine Reihe von Verfahren ~Metallkontakte, der Wegfall des Schieifens bzw.
entwickelt, um die Drahtkontaktierung zu umgshen Atzens der Rlickseite und deren Metallisierung bei
und gleichzeitig eine Automatisierung der Montage den Wafern, die Einsparung von Photoprozessen
o/ und Kontaktierung zu erméglichen. Stellvertretend gegeniiber den herkémmlichen Verfahren bei der
flr diese Verfahren sind in L.Ruge Halbleitertechno- 40  Herstellung der Kontakt-Bumps sowie die Méglich-
logie, Springer-Verlag Berlin 1975 die nachfolgen- keit, die Konfiguration der Emitter- und der Basis-
den drei M&glichkeiten beschrieben. randi@nge den jeweiligen angestrebten elekirischen
Die Pldttchen-Schnellmontage-Technik ("flip- Eigenschaiten des Transistors anzupassen.
chip"-Technik) besteht darin, Kontakiflecke am Andere "Bump"-AnschluB-Strukturen sind in
Rande des Halbleiterplétichens erhGht, als soge- 45  EP-A-220426 beschreiben.
nannte Bumps, auszubilden. Zur Befestigung -des Die Erfindung wird nun anhand der Figuren der
Piatichens auf dem TrAger wird dieses mit der Zeichnung sines bevorzugten Ausflihrungsbeispiels
Kontakiseite nach unten direkt auf dem Triger niher erldutert:
montiert, der ein entsprechendes Zuleitungsmuster Fig.1 zeigt die Draufsicht auf einen bipolaren
trégt, siehe GB-A-2004 686 50 Bump-Transistor nach der Erfindung,
Ein anderes Verfahren ist die sogenannte Ste- - Fig.2 zeigt die Schnittansicht l&ngs der Linie A-
ge-Technik (*beam-lead"-Technik). Sie unterschei- A in Fig.1,
det sich von den anderen Montagetechniken da- Figuren 3 bis 6 zeigen schematisch in Schnitt-
durch, da8 die Zuflihrungen zu den Kontaktflecken ansicht das jeweilige Ergebnis von Verfahrens-
am Rande der Scheibe stabil ausgebildet sind und 55 schriften wihrend der Herstellung des Transi-
das Halbleiterplittichen mit den Zuflihrungen auf E stors nach Fig.2.
dem Triger montiert wird. Das Verfahren ist ver- Bei der in Fig.1 dargesteliten Draufsicht auf

hilinismésig aufwendig, insbesondere die Herstel- sinen bipolaren Bump-Transistor nach der Erfin-
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| ayer s QasrmBBineiaRdergréigmaed. : s0 ten Photoprozesses in der SIlICIudeOXIdSChICht 6
In der den Schnift nach A-A in Fig.1 darstellen- der Emitterbereich innerhalb der Basiszonenabdek-
den Fig.2 ist der GrundkSrper 1 gezeigt, der sich kung gedfinet und gleichzeitig auch die Oberfli-
aus einer unteren hochdotierten Schicht 2 von n*+- chenbereiche der Kollektorzone 4 freigelegt. Zu-
Leitfdhigkeit und einer oberen Schicht 3 des glsi- sammen mit dem Einbringen von Dotierstoff (Diffu-
chen Leitungstyps, jedoch gegenliber der unteren 35  sion oder fonenimplantation) zur Herstellung der n-
Schicht 2 niedrigerer Dotierung, also n-Leitfdhig- leitenden Emitterzone 8 wird in der Kollektorzone 3
keit, zusammensetzt. In dem Grundk&rper 1 ist von sine hBher dotierte Oberflichenschicht 41 gleicher
seiner Oberseite 31 (erste Hauptfiiche) her eine Eindringtiefe wie die Emitterzone 8 erzeugt, die fUr
W) Zone von dessen Leitungstyp, némlich die Kollek- einen besonders niederohmigen AnschluB des
torzone mit n*-Leitfihigkeit, unter Ausparung eines 40  noch aufzubringenden Metallkontaktes sorgt.
Mittelbereiches derart eingelassen, daB die Kollek- In einem vierten PhotoprozeB wird nunmehr die
torzone 4 bis in die unters Schicht 2 reicht. In den Kontaktdffnung flir die Basiszone 7 innerhalb der
freien Mittslbereich erstreckt sich von der Obersei- Siliciumdioxidschicht 6 gedffnet. Man erh#it damit
te 31 her die Basiszone 7 von p-Leitféhigksit, in die die in Fig.5 gezeigte Strukiur.
wiederum eine Zone von n*-Leitfdhigkeit, ndmlich 45 AnschlieBend wird die gesamte Oberfiiche des
die Emitterzone 8, von der Oberseite 31 singelas- Halbleiterbauelements mit einer Metallschicht 9 aus
sen ist. Auf der hBher dotierten Oberflichenschicht vorzugsweise Palladium Uberzogen und darauf eine
41 der Kollekiorzone 4 ist die Metallschicht 91 Photolackschicht 10 aufgebracht. In disse werden
angeordnet, die den Kontakt-Bump 11 tréigt. Ent- nunmehr die flir die Anbringung der Kontakt-
sprechend ist auf der Emilierzone 8 die Metall- so0 Bumps in dem jewsiligen Bereich der aktiven Zo-
schicht 92 mit dem Kontakt-Bump 12 und auf der nen erforderlichen Gffnungen in einem flnften Pho-
Basiszone 7 die Metallschicht 93 mit dem Kontakt- . toprozeB hergestelit und dann die jewsiligen Kon-
Bump 13 angeordnet. Zwischen den Metallschich- takt-Bumps 11, 12, 13 im zugshdrigen Zonenbe-
ten 91, 92, 93 liegt die Siliciumdioxidschicht 8. reich, Kollektorzone 3, Basiszone 6, Emitterzone 7,
Die Herstellung eines derartigon Transistors 55 galvanisch aufwachsen gelassen, wobei als Kon-
wird nun anhand der in den Figuren 3 bis 6 darge- taktmaterial vorzugsweise Silber Anwendung findet,
stellten Verfahrensschritten erldutert. das gegebenenfalls flir dis L3tmontage ohne Flus-

mittel vergoldet werden kann (Fig.5).
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transi stoff \?
i1 lustrat
of two en en
durch eine Isolierschicht (6) getrennt
sind, und
- Kontakt-Bumps (11, 12, 13), die auf den
Metallschichten (81, 92, 93) im Bersich 35
der Zonen (4), (7), (8) angeordnet sind. -

2. Transistor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Isolierschicht (8) aus Silici-
umdioxid besteht. ' 40

3. Transistor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Metallschichten (91,
92, 93) aus Palladium gebildet sind.
45
4. Transistor nach einem der Ansprliche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, da8 Emitter~- und Ba-
siszone (7;8) fingerfdrmig ineinander greifen.

§. Transistor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 50
dadurch gekennzeichnet, da8 die obere
Schicht (3) eine Epitaxieschicht ist.

6. Verfahren zum Herstellen eines Transistors
nach einem der Anspriiche 1 bis 5, gekenn- &5
zeichnet durch die folgenden Schritte:
a) Bereitstellen eines TrAgerkSrpers (1) ei-
nes ersten Leitungsigps, der aus einer un-
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Photolackschicht (10) und struktuneren der-
selben in einem fliniten PhotoprozeB unter
Ausbildung von Offnungen in den Bereichen
der anzubringenden Kontakt-Bumps (11, 12,
- 18), ) Aufwachsenlassen der Kontakt-
Bumps (11, 12, 13) in den Offnungen der
Photolackschicht (10)
k) Entfernen der Photolackschicht (10) und
partielle Entfernung der Metallschicht (9).

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 das Einbringen der Dotierstoffe
durch lonenimplantation mit nachfolgendem
Eintreiben erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 das Einbringen der Dofierstoffe
durch Diffusion erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprilche 6 bis 8,
dadurth gekennzeichnet, daB die Isolierschicht
{6) aus Siliciumdioxid gebildet wird.

Claims -

1. . Bipolar bump.transistor comprising

;
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si | i con- di oxindaunbayer selben in einem flinften Photoproze8 unter
- Kontaki-Bumps (11, 12, 13), die auf den Ausbildung von Offnungen in den Bereichen
Metallschichten (91, 92, 93) im Bereich 35 der anzubringenden Kontakt-Bumps (11, 12,
der Zonen (4), (7), (8) angeordnet sind. 13), J) Aufwachsenlassen der Kontaki-
_ Bumps (11, 12, 13) in den Offnungen der
2. Transistor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- . Photolackschicht (10)
/ zeichnet, da die Isolierschicht (6) aus Silici- k) Entfemen der Photolackschicht (10) und
umdioxid besteht. : 40 . partielle Entfernung der Metalischicht (8).
3. Transistor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
gekennzeichnet, da8 die Metallschichten (81, zeichnet, daB das Einbringen der Dotierstoffe
92, 93) aus Palladium gebildet sind. durch lonenimplantation mit nachfolgendem
o 45 Eintreiben erfolgt.
4. Transistor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, _
dadurch gekennzeichnet, daB Emitter- und Ba- - 8. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
siszone (7;8) fingerfdrmig insinander greifen. zeichnet, daB das Einbringen der Dotierstoffe

. durch Diffusion erfolgt.
8. Transistor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 50
' dadurch gekennzeichnet, daB die  obere 9. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 8,
Schicht (3) eine Epitaxieschicht ist. ' dadurch gekennzeichnet, daB die Isolierschicht
(6) aus Siliciumdioxid gebildet wird.
6. Verfahren zum Herstellen eines Transistors
nach einem der Anspriiche 1 bis 5, gekenn- 55 Clalms
zeichnet durch die folgenden Schritte:
a) Bersitstellen eines Tragerkdrpers (1) ei- 1. Bipolar bump transistor comprising
nes ersten Leitungstgps, der aus einer un-



6, so that the structure of the flnlshed device shown in F|g
obt ai ned. The finishegl device e dgo7capgaied with a. pasg vat ﬁwn”ul"e"nmm’”m
e.g., polyimde to protect it from damage or contam nati on.
1. Bipolar bunp transistor conprising - a substrate (1) of a flrst
conduct i vi t-y atsybsbrate (ih g asfirst condyctivity tepeheavi | y dopeweningrerholodiy dhe basp amadin ca
more |ight !y cersstng ofipbeavily depect loygjayer. 5 heavi | spcend pbetoathisiop @adintradugiiasion( 4)
of the first (%GmaH'G@t"FWWtd?quy‘BEB’M?'Ch ext endsants @i teRend canpquglivity (YB@Lf"do‘F" t he
upper | ayer |nto the Iovver Ia er p‘{e and f'B'l"ﬁ%“%F'VoGﬁPfd‘ar‘@F covering [sulat-
ty

7 a‘§'é th
g‘ﬁlog 'EhZa g ceEi( pe ‘"'lﬁh ??e fromth e) ° 'f"@c g?'e I"g g%ﬁ“g%‘g‘ia"da

emtter regi :ﬁn:,( Q'Fwer pl g; [ \(;lnt t/ht ace (%gio)n '{‘,\ﬁ a;a

region (7), !
b
cover the COlaP %@or[ igbf%eéoqi)i’ookﬂ? reg' 0 n(ch)uc. E&aﬁté‘&tﬁé”%r tcﬁﬁdu& gi on
¥in #8 u a,t(g)ng yer p@{& iin {7 3nfltel re Ug:ga a1l
0] con-

(8) and are % Rpe
12, 13) di spQasAl 1 pduR@ryTRAd bt b WéBRS ( itahddudh Mcrdssha Sthé

col I ector r edwomielcblectof 1380 ;se region (7) andcet\mo.em tnb urfdc Girda(41) S0k -the
-9- 2. A transicdit®f réffonCERLME firdl dohai M 1, chagoliéddetdgibR )i N that the

i nsul ati ng | @y@aiity(ipge enbeddden tb badel re-Cons di OXi dg). opsningla icordts wiitiew foatheagd ned
in claiml omiod7)charac- terized in that the nepiad (7) iaypdoueth plidloetc®Rep;93) are
made of pald awbtal imyers (9192, B3)nai the surfacs cl ai ned h)rdepasiting aenelf lagdr 49) oy efapba- 3,
char act eri zed31) which atrtiy bevercthe collectoramd base reglioons (7, 8) are

interdi gitataipn @), thy basevediont @ and sl ai ned i n dropvasing thd redtali laver 1(9) it a
chapact eri ze@nitiar repigr (@) 1fad algpeparqtedir  (28) i s aphosisistalayes (1Nagngr patigming/heh o ¢
of manuf acturaf‘mju'%{'"@ P&?‘i@s“'ﬂ%r as cI a| rred |n an meriea fih R!P‘ﬁ?t%s@?@"s holes
characteri ze(f°'B T'H%c%.‘t

first conduct at" ?ﬁ; ?gl °‘t‘ﬁ a heaV| | g ? 3)
- more lightly gaor re"b) deposi t 'R '%fhﬁf’%‘r" °s ‘fﬁ 0%
(6) on the SL?r PrgPr ql{%p ubstrat28 (1) afe o%l{l'pgg otoresist layer

ayer {9).

2. A ftransistor as claimed in claim 1, character-

ized in that the insulating layer (6) is made of 7. A method as claimed in claim 6, characterized
silicon dioxids. in that the dopants are infroduced by ion im-
: 30 plantation followed by a drive-in step.
3. A transistor as claimed in claim 1 or 2, char-
acterized in that the metal layers (91, 92, 93) 8. A method as claimed in claim 6, characterized
are made of palladium. . in that the dopants are introduced by diffusion.

4. A transistor as claimed in any one of claims 1 35 9. A method as claimed in any one of claims 6 to

to 3, characterized in that the emitter and base 8, characterized in that the insulating layer (6)
regions (7, 8) are interdigitated. is made of silicon dioxide.
u 8. A transistor as claimed in any one of claims 1 Revendications
to 4, characterized in that the upper layer 3)is 40
an epitaxial layer. 1. Transistor bipolaire & protubérances, compre-
nant :
6. Method of manufactuting a firansistor as - un corps-substrat (1) d'un premier type
~claimed in any one of claims 1 to 5, character- de conduction, qui est constitué d'une
ized by the foliowing steps: : 45 couche inférieure (2) 2 dopage élevé et
a) providing a substrate (1) of a first con- d'une couche supérieure (3) & dopage
ductivity type consisting of a heavily doped plus faible que la couche inférieurs,
lower layer {(2) and a more lightly doped . - une zone de collecteur (4) & dopage
- upper layer (3); élevé, du premier type de conduction,
b) depositing a silicon-dioxide layer (6) on 50 qui s'étend de la surface supérieure (31)
the surface (31) of the substrate (1) and , de la couche supérieurs (3) jusque dans
removing the silicon-dioxide layer (6) in a ‘la couche inférieure (2), en formant un
first photoetch step whers the collector re- entourage,
gion is to be formed. - une zone de base (7) d'un second type
¢) introducing dopants of the first conducl:lv- 55 de conduction, qui est disposée dans la
ity type to form the collector region (4) and couche supérieure (3) & distance de la
simultaneously restoring the covering insu- zone de collecteur (4) et & l'intérieur de
lating layer (6); . I'entourage,



the silicon-dioxide | ayer (6) in a flrst phot o- etch step V\/qer
collector region is tg0 be forned.gpgp gpgsPdyCi N9 dopants @f tim‘“mll I“““'ll“l“l
conductivity type to formthe collector region (4) and

si mul t aneously restoring the covering insulating |ayer (6); d) opening a

hol e i n t he unagencalépwmtioun (8) ds eemiedtyphiot oet ch sfegppearh d'une substiomsi dey detagade s Of

a second cordeucendudtiony quiy sienfencel dansmid t aneousl| y preasier ypede eagductien deoy/les puvgr-

i nsul ating 1229edeagg {7l e) opening a hol e in th&resmintyuede farmer lagehe d'émetieur
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t hi rd. phot oei°E”rF's§’P% S‘F a?”ﬁ?@éﬂ'ﬁ?@? dbpant s 8nsthdomaine dp sergpriEpeteyisdl) t ype

to form the &Hi "gg%:%.mf%l nul taneoﬂ%l onerflecaliecteyr 44 he dopant
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di gxj de. protubérances de contact (11, 12, 13) dans
4. Transistor selon I'une des revendications 1 2 les ouvertures de la couche de photorésist
3, caractérisé en ce que la zone d'émetteur (7) (10) et
et la 2one de base (8) s'interpéndtrent en k) suppression de la couche de photorésist
forme de doigts. (10) et suppression particlle de la couche
25 métallique (9).
5. Transistor selon I'une des revendications 1 2 .
4, caractérisé en ce que la couche supérieure 7. Procédé selon la revendication 8, caractérisé
(3) est une couche d'épitaxie. en ce que I'apport des substances de dopage
' s'effectue par implantation d'ions suivie d'un
6. Procédé de réalisation d'un transistor selon so enfoncement.
F'une des revendications 1 & 5, caracténsé par
" les phases suivantes : ' 8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé
a) préparation d'un corps-substrat (1) d‘un en ce que I'apport des substances de dopage
premier type de conduction qui est consti- s'effectue par diffusion.
tué d'une couche inférieure (2) & dopage 35
élevé et d'une couche supérieure (3) & do- 9. Procédé selon 'une des revendications 6 & 8,
page plus faible que cette couche inférieu- caractérisé en ce que la couche isolante (6)
re, est réalisée en silice.
w; b) dépdt d'une couche de silice (6) sur la

surface supérieure (31) du corps-substrat 40
(1) et réalisation d'une ouverture correspon-

dant au domaine du collecteur au moyen

d'un premier phototraitement,

c) apport d'une substance de dopage du
premier type de conduction en vue de réali- 45
ser la zone de collecteur (4) tout en recons-
fituant simultanément la couche isolante (B)

de couverture,

d) réalisation de ['ouveriure correspondant

au domaine de la base au moyen d'un 50
deuxiéme phototraitement et apport d'une
substance de dopage d'un second type de
conduction, en reconstituant en méme
temps la couche isolante (6) de couverture,

@) réalisation d'une ouverture correspondant 55
au domaine de I'émetteur et nouvelle ouver-

ture simultanée du domaine du collecteur

au moyen d'un froisidéme photofraitement,



